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1. 諸言 

強磁性半導体の EuO は，次世代スピントロニクス材

料として期待されるものの，酸素や水との反応性が高

く，劣化しやすいという欠点を有する。そのため，大

気暴露下での物性測定が困難であり，半導体特性につ

いては未解明な部分が多い。特に，EuO の電気化学測

定による半導体特性の報告例はない。一方，当研究室

が開発した， イオン液体を電解質とする薄膜試料の作

製から電気化学測定までを真空一貫で行なうことが可

能な装置[1]を用いることで， 大気に暴露することな

く EuO 薄膜の電気化学測定が可能となる。本研究では

EuO 薄膜作製にあたり， 導電性を有する Nb ドープ

SrTiO3(Nb:STO) 単結晶基板を採用している。しかし， 
これまでは、基板加熱に伴い STO 基板界面から膜中へ

の酸素熱拡散が EuO 薄膜の高品質化を阻んでいた[2]。
そこで本研究では，STO 基板上への EuO 薄膜作製にお

ける SrOバッファ層の導入および真空ポストアニール

の効果について調査したので報告する。 

2. 実験方法 

表面清浄化処理を行なった 0.05 wt% Nb:STO(100)単
結晶基板上に， パルスレーザー堆積法によって SrO
バッファ層を 500℃， 酸素分圧 5×10-6 Torr で堆積後， 
EuO 膜を 375℃， 酸素分圧 5×10-8 Torr で堆積したも

のを試料 A とする。また，試料 A と同様の条件で EuO
膜を SrO バッファ層上および直接基板上に作製し，真

空チャンバーのベース圧力 (2×10-8 Torr)において

375℃で 30 min のポストアニールを行ったものを，そ

れぞれ試料 B，C とする。製膜後は試料表面にアルミ

ナキャップ層を堆積し， 真空チャンバーから試料を取

り出し， X 線回折(XRD)による解析を行なった。 

3. 結果と考察 

各試料の XRD パターンを Fig.1(a)に示す。また， 各
試料の XRD ピークより算出した c軸長と EuO 002 回

折ピークのロッキングカーブの半値幅を Fig.1(b)に示

す。試料 B は c 軸長が文献値(5.141 Å)[3]と一致し，

ロッキングカーブの半値幅は STO 基板上の EuO 薄膜

の最小の文献値(1.1°)[4]を大幅に下回る 0.6°であった

ことから，化学量論的組成の高品質な単結晶薄膜であ

ることがわかる。この結果から，SrO バッファ層を導

入することで， 真空ポストアニールの際に Nb:STO 基

板から EuO 層への酸素拡散が抑制され， 良質な EuO
薄膜が得られたものと推察される。当日は，各試料の

磁化測定や電気化学測定の結果についても報告する。 
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Fig.1: (a)各試料の XRDパターン. 
(b)各試料の c軸長およびロッキングカーブの半値幅. 
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試料A : バッファ層あり,ポストアニールなし
試料B : バッファ層あり,ポストアニールあり
試料C : バッファ層なし,ポストアニールあり
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